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Abstract (en)
[origin: GB2121235A] A method for manufacturing an IGFET device which provides IGFETs having extremely shallow source (24) and drain (25)
regions and reduced gate to source and drain overlap capacitances. For silicon MOS devices, the method also provides for the formation of metal
silicide layers (33) on polysilicon gate electrodes (18) and interconnection paths and the source and drain regions in the same fabrication step.
Source and drain regions are formed by oxidation of an arsenic doped polysilicon source layer (17) formed to be in contact with areas in the silicon
surface in which such regions are to be formed. The thickness of the source layer and the conditions of oxidation are such that the rate of oxidation
of the source layer exceeds the rate at which arsenic diffuses in the silicon at the oxidation temperature and that during the oxidation time, the
arsenic in the source layer diffuses into the silicon to form extremely shallow source and drain regions.

Abstract (fr)
Procédé de fabrication d'un dispositif à IGFET permettant d'obtenir des IGFETs présentant des régions de source (24) et de drain (25) de
profondeur extrêmement faible ainsi que des capacitances réduites de chevauchement entre la porte et la source et le drain. Dans le cas de
dispositif MOS au silicium, le procédé permet également de former des couches de siliciure métallique (33) sur des électrodes de porte de
polysilicium (18), sur les chemins d'interconnexion et sur les régions de source et de drain pendant la même étape de fabrication. Des régions de
source et de drain sont formées par oxydation d'une couche de source de polysicilicum (17) dopée à l'arsenic formée de manière à être en contact
avec les zones de la surface du silicium où ces régions doivent être formées. L'épaisseur de la couche de source et les conditions d'oxydation
sont telles que la vitesse d'oxydation de la couche de source dépasse la vitesse à laquelle l'arsenic se diffuse dans le silicium à la température
d'oxydation et que pendant le temps d'oxydation l'arsenic dans la couche de source se diffuse dans le silicium pour former des régions de source et
de drain d'une profondeur extrêmement réduite.
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